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摘要(译)

一种基于干法刻蚀的悬挂式微器件结构转移方法，首先在衬底上生长微
器件所需的外延层以及沉积刻蚀掩膜层；接着通过光刻与随后的各向异
性干法刻蚀形成分立的微器件阵列；然后通过各向同性干法刻蚀将露出
的衬底表面继续深刻蚀，使微器件形成为悬挂式结构；最后通过粘性物
质完成微器件的结构转移。本发明避免了激光剥离带来的样品烧毁现
象，工艺稳定，而且省去了生长腐蚀停层或牺牲层和钝化保护器件的工
艺，也省去了金属键合焊接工艺，因而工艺简便，节省了制备成本和提
高了制备效率。
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